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が 鳴 +に比べて上に飛び出す安定状態に転位すると考えられる｡ そうすると,準安定
状態はポテンシャルの井戸が浅いため･小さな∂D となり,図3の温度変化が不可逆過
程になることも説明できる｡ これは 110Vの加速電圧で測定したエネルギー損失スペク
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度は 570oK,真空度は 1-3×10~71｡rrである｡ (この条件では表面に垂直に 〔111〕
軸が配向するとされているが本実験では未確認 )蕪着後,同温度で入射面内で散乱角分
布を測定した｡
結果と検討 :図2は入射角 Oiが 700の時のIh 原子線の散乱角分布であるo角皮
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